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1. MOSFET - pbroskuldsspenna

p—rasar MOSFET med gatt tir mikid tbaettum p—leidandi fjolkristélludum kisli hefur
proskuldsspennu Vi = —1.5 V begar Vi, = 0 V. Pegar bakspenna upp 4 5 V er 16gd
& undirlagio, breytist proskuldsspennan i - 2.3 V.

(a) Hver er ibotarpéttleiki undirlagsins ef pykkt oxidsins er 100 nm 7 Athugid ad

beita parf itrun.
(b) Hver er proskuldsspennan ef Vg, = —2.5 V 7

(Prof mai 2006)

2. Stilling proskuldsspennu MOSFET

(10) Tiltekid framleidsluferli fyrir n—rasar MOSFET er stillt af til framleidslu a
hvatfetum med proskuldsspennu Vi = 1.2 V. Med jonaigraedslu fosférs er sumum
smarunum breytt pannig ad peir verdi latfetar med proskuldsspennu Vi = —3.8 V.

Hve barf fosférskammturinn ad vera (i fosféor/m?) ? Gattarrymdin er 3.4 x 1074

F/m?.

(Prof mai 2004)

3. TFT

Pegar framleiddir eru flatir skjair eru driftolin punnir flatir smarar (e. Thin Film

Transistors) og i peim er rasin oft Gr myndlausum kisli.



(a) Hvers vegna er notadur myndlaus kisill 7 Hverjir eru kostir pess og 6kostir ad

nota myndlausan kisil ?
(b) Hvada hlutverki gegnir vetni i pessum smarum ?

(Prof mai 2006)



